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69 Integrierte Klemmschaltung.

@ Die freie Anschluss-Kontaktfliche (10) des unbeniitz-

ten IC-Abschnittes ist iiber einen Transistor (16) mit
einem Referenzpotential (Vpp) verbunden, um eine re-
generative Riickkopplungiiber eine NAND-Schaltung (18)
zu bilden, welche den Transistor im Einschaltzustand
hilt, wenn die freie Anschluss-Kontaktfliche (10) belie-
biges Potential annehmen kann. Wenn dagegen iiber die
freie Anschluss-Kontaktfliche (10) Energie zugefiihrt
werden soll, geht der Transistor (16) in seinen Sperrzu-
stand iiber, um einen Energieverlust zu vermeiden. Die
Schaltung ist so ausgebildet, dass von der Primirenergie-
quelle keine Energie erforderlich ist.
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PATENTANSPRUCHE

1. Integrierte Klemmschaltung mit cinem ersten und einem
zweiten Versorgungsspannungsanschluss und cinem Eingangs-
anschluss, welcher unangeschiossen bleiben kann, gekenn-
zeichnet durch einen Transistor (16) mit einer ersten und zwei-
ten Elektrode, zwischen denen ein Hauptleitungsweg besteht,
der durch eine zwischen eine Steuerelektorde des Transistors
und seine erste Elektrode angelegte Spannung steuerbar ist,
cine erste und eine zweite (17) Verbindung, iiber welche die
erste bzw. zweite Elektrode des Transistors (16) an den ersten
Betriebsspannungsanschluss (20) bzw. den Eingangsanschluss
(10) angeschlossen sind, und eine Steuerschaltung, die mit ei-
nem Ausgangsanschluss an die Steuerelektrode des Transistors
(16) angeschlossen ist und ein Potential erzeugt, bei welchem
der Transistor (16) leitet, wenn das an seiner Eingangselek-
trode liegende Potential sich dem Potential am ersten Be-
triebsspannungsanschluss (20) ndhert, und bei welchem der
Transistor (16) unmittelbar nach Anlegen eines Potentials an
den zweiten Betriebsspannungsanschluss (Vpp) momentan lei-
tet, unabhéngig von dem am Eingangsanschluss (10) herr-
schenden Potential.

2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch eine logische Inverterschaltung (14), die mit einem Ein-
gangsanschluss (13) an den Ausgangsanschluss der Steuer-
schaltung angeschlossen ist und an einem Ausgangsanschluss
Logiksignale liefert, die im wesentlichen gleich einem logi-
schen Aquivalent des dem Eingangsanschluss (10) zugefiihrten
Potentials sind.

3. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerschaltung eine Logikschaltung (18,

12) enthdit, welche mit einem ersten Eingang (17) an den Ein-
gangsanschluss (10) und mit einem Ausgang (13) an die Steuer-
elektrode des Transistors (16) angeschlossen ist und ein Aus-
gangspotential liefert, welches ausreicht, um den Transistor
(16) immer dann leiten zu lassen, wenn das Potential an ihrem
ersten Eingang (17, 13) oder ihrem zweiten Eingang (22, 11)
oder an beiden Eingéingen im wesentlichen gleich dem dem er-
sten Versorgungsspannungsanschluss (20) zugefiihrten Po-
tential oder dquivalent einem ersten Logikpotential ist, und
dass die Steuerschaltung eine Einrichtung (19, 21, 22) auf-
weist, welche ein erstes Logikpotential vorbestimmter Dauer
bei Anlegen eines Potentials an den zweiten Versorgungsspan-
nungsanschluss (Vpp) und danach ein zweites Logikpotential
erzeugt, wobei das erste und das zweite Logikpotential dem
zweiten Eingang (22, 11) der Logikschaltung zugefithrt wer-
den.

4. Integrierte Schaltung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung (19, 21, 22) zur Erzeugung ei-
nes ersten Logikpotentials vorbestimmter Dauer einen Wider-
stand (19), der mit einem Ende an das zweite Betriebsspan-
nungspotential (Vpp) angeschlossen ist, einen Kondensator
(21), der mit einem ersten Belag an den ersten Betriebsspan-
nungsanschluss (20) angeschlossen ist, und eine Verbindung
(22) zur Verbindung des zweiten Endes des Widerstandes (19)
mit dem zweiten Belag des Kondensators (21) und dem zwei-
ten Eingang (22) der Logikschaltung aufweist.

5. Integrierte Schaltung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zur Erzeugung des ersten Lo-
gikpotentials vorbestimmter Dauer eine beim Spannungszu-
schalten aktivierte Riicksetzschaltung (6) aufweist, welche an
einem Ausgangsanschluss einen Impuls (POR) des zweiten
Logikpotentials von vorgeschriebener Dauer erzeugt, wenn
dem zweiten Versorgungsspannungsanschluss (Vpp) Spannung
zugefiihrt wird, sowie eine logische Inverterschaltung, die mit
cinem Eingang an den Ausgangsanschluss der Riicksetzschal-
tung angeschlossen ist und deren Ausgangsanschluss (11) mit
dem zweiten Eingang der Logikschaltung (12) verbunden ist.
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Die Erfindung betrifft eine integrierte Klemmschaltung zur
Bestimmung des Potentials nicht angeschlossener Eingangs-
kontakttldchen sogenannter LSI-Feldeffekttransistorschaltun-
gen gemdss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Elektronische Schaltungen, wie beispielsweise Digitaluh-
ren, Taschenrechner und elektronische Spiele, enthalten im all-
gemeinen eine integrierte Schaltung, die an eine Batterie, ver-
schiedene Schalter und eine Anzeigeeinheit oder cine andere
Ausgangseinrichtung angeschlossen ist. Die Kosten der inte-
grierten Schaltung oder des IC betragen nur einen kleinen
Teil der Kosten des gesamten Gerites. Da die IC-Kosten kiein
sind, kann es sich der Hersteller des betreffenden Gerites lei-
sten, nicht alle moéglichen Funktionen auszunutzen, die ein
spezieller IC erlaubt. Beispielsweise kann ein Zeitsteuer-IC fiir
eine Digitaluhr die Moglichkeit bieten, entweder einen 12-
oder einen 24-Stunden-Takt-Zyklus zu zdhlen. Zur Realisie-
rung der 24-Stunden-M®oglichkeit wird ein Steueranschluss an
das Betriebspotential angeschlossen, andernfalls bleibt der
Steueranschluss frei.

Freie Eingangsanschliisse, insbesondere bei Metalloxid-
Halbleiterschaltungen, oder MOS-IC’s, neigen dazu, sich in-
folge statischer elektrischer Aufladungen auf sich veréndernde
Potentiale aufzuladen. Infolge solcher Aufladungen kann der
freie Anschluss die zugehdrige Schaltung unerwiinschterweise
ansteuern. Um dieser Erscheinung zu begegnen, verbinden
IC-Hersteller im allgemeinen einen solchen freizulassenden
Anschluss iiber eine hohe Impedanz mit einem Bezugs- oder
Betriebspotential, um die statische Ladung abzufiihren. Wenn
jedoch der Anschluss mit dem Betriebspotential verbunden
wird, weil man die erwihnte spezielle Moglichkeit der Schal-
tung ausnutzen mochte, dann fiihrt diese hochohmige Impe-
danzschaltung Betriebsstrom und verbraucht Energie. Ein sol-
cher Zustand ist insbesondere dann unerwiinscht, wenn die
Leistung von einer Quelle begrenzter Kapazitit zugefiihrt
wird, wie etwa von einer Uhrenbatterie.

Diesbeziiglich beschreibt die FR-PS 2 079 405 eine Schutz-
schaltung fiir einen Feldeffekttransistor mit isolierter Steuer-
elektrode des Anreicherungstyps, in welchem praktisch kein
Strom zwischen Quelle und Abfluss fliesst, wenn am Tor keine
Steuerspannung liegt. Die Schutzschaltung beniitzt hiezu einen
Feldeffekttransistor des Verarmungs-Typs, dessen Quelle-Ab-
fluss-Pfad zwischen die Steuerelektrode und die Quellenelek-
trode des zu schiitzenden Anreicherungs-Typ-Transistors ge-
schaltet ist, wobei durch Anlegen einer Steuerspannung der
Anreicherungs-Typ-Transistor leitend gemacht wird und der
Verarmungs-Typ-Transistor sperrt.

Im IBM-Technical Disclosure Bulletin, Vol. 13, Nr. 5, Okt.
1970, wird auf den Seiten 127273 eine Schutzschaltung fiir
einen Diinnschicht-FET unter Verwendung eines Wider-
stands-Dickschicht-FET beschrieben, mit dem der Diinn-
schicht-FET gegen die Zerstérung durch hohe Spannungsim-
pulse geschiitzt werden soll.

In beiden der zum Stand der Technik angefiihrten Publika-
tionen wird zwar ein Transistor gezeigt, der zwischen die Ein-
gangsklemme einer integrierten Schaltung und einem Betiti-
gungspotential geschaltet ist. Indessen ist in keiner der ge-
nannten Publikationen eine Steuerschaltung vorhanden, welche
eine Spannung an die Eingangsklemme des Transistors liefert,
die diesen bei Annéherung des Potentials an das Eingangspo-
tential der integrierten Schaltung in seinen leitenden Zustand
steuert. Aus diesem Grunde arbeiten die Schalttransistoren
beider Publikationen nicht im Sinne einer integrierten Klemm-
schaltung, bei der das Potential an der Eingangsklemme vor-
liegt, auch wenn die Eingangsklemme nicht angeschlossen ist.

Die erfindungsgemaésse Losung der sich aus dem vorste-
henden herleitenden Aufgabe ergibt sich aus den kennzeich-
nenden Merkmalen des Patentanspruchs 1. Die erfindungsge-
miisse Klemmschaltung enthélt somit einen Transistor, welcher
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einen IC-Eingangsanschluss an ein Bezugspotential klemmt,
wenn der Anschluss nicht fiir die Schaltung bendtigt wird. und
welcher praktisch abgetrennt wird, wenn iiber den Anschluss
Energie zugefiihrt werden soll. Von besonderem Vorteil ist,
dass die Klemmschaltung so ausgebildet ist, dass von der Pri-
mdrenergiequelle keine Energie erforderlich ist.

Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung bei-
spielsweise erldutert. Darin zeigen:

Fig. | eine Ableitungsschaltung nach dem Stande der
Technik;

Fig. 2 und 3 Ausfithrungsformen der Erfindung; und

Fig. 4 einen zeitlichen Spannungsverlauf zur Veranschauli-
chung gegenseitiger Spannungsbeziehungen an den Schaltungs-
knoten der in den Fig. 1 und 2 gezeigten Schaltungen.

Die in Fig. 1 dargestellte Schaltung sei ein Teil einer inte-
grierten Schaltung (IC), die auf einem monolithischen Pliitt-

- chen ausgebildet ist. Die Fliche 10 ist ein Schaltungseingangs-
anschluss oder eine Kontaktfliche, iiber welche eine Verbin-
dung zwischen dem IC und einer ausserhalb des IC befindli-
chen Schaltung hergestelit wird. Die Verbindung 17 ist eine
elektrische Verbindung zwischen der Kontaktfliche 10 und ei-
ner wahlweise verwendbaren Schaltung 40, welche auf dem IC
enthalten ist. Die Kontaktfliche 10 muss nicht notwendiger-
weise angeschlossen werden, wenn der IC in ein elektronisches
System eingebaut wird. Zur Aktivierung der Schaltung 40 wird
die Kontaktfliche 10 iiber eine Verbindung 9 mit einer aus-
serhalb des IC befindlichen Spannungsquelle verbunden.

Ein Transistor 8 ist mit seiner Sourceelektrode S an ein Be-
zugspotential angeschlossen, und seine Drainelektrode D und
sein Gate G sind an eine Verbindung 17 angeschlossen; der
Transistor ist ein solcher Typ, welcher leitet, wenn seine
Gate-Source-Spannung in Richtung auf die Betriebsspannung
Vbp, vom Bezugspotential aus gesehen, ansteigt. Ist Vpp ge-
geniiber dem Potential an der Sourceelektrode S positiv, dann
wire der Transistor 8 ein N-Kanal-Transistor, ist Vpp gegen-
iiber dem Sourcepotential negativ, dann wire der Transistor 8
ein P-Kanal-Transistor. Wenn also die Kontaktfliche 10 unan-
geschlossen ist, also keine externe Verbindung zu ihr besteht,
dann neigt statische Elektrizitiit oder ein IC-Leckstrom dazu,
sie auf ein Potential in Richtung der Versorgungsspannung
Vpp aufzuladen, und der Source-Drain-Leitungsweg des
Transistors 8 beginnt zu leiten, wenn das Potential den Ein-
schalt- oder Schwellwert des Transistors erreicht. Wenn der
Transistor erst einmal zu leiten begonnen hat, dann wird die
Aufladung der Kontaktfliche 10 verhindert, und die-Schaltung
40 kann nicht versehentlich aktiviert werden. Das Einschalt-
potential des Transistors 8 ist mit gleichem Wert wie die Ein-
schaltspannungen der in der Schaltung 40 enthaltenen Transi-
storen anzunehmen. Insoweit ist ein gewisser Schutz gegen un-
beabsichtigte Aktivierung der Schaltung gegeben, es sei denn,
die Stdrungsunempfindlichkeit ist niedrig.

Die Drain-Source-Impedanz des Transistors 8 ist relativ
hoch im Sinne einer Strombegrenzung, wenn die Kontaktfli-
che 10 an Vpp angeschlossen ist. Ein typischer Drain-Source-
Impedanzwert fiir den als Diode geschalteten Transistor 8 liegt
bei mehreren Meg-Ohm, so dass das Eingangspotential die
Klemmwirkung des Transistors leicht iiberfahren kann. Ob-
wohl der vom Transistor 8 gefithrte Strom extrem kiein ist — in
der Grossenordnung von 100 Nanoampere — ist jeglicher
Stromverlust bei batteriebetriebenen Systemen, insbesondere
bei ihren, von Bedeutung,

Die Schaltung gemiss Fig. 2 klemmt die Kontaktfliche 10
auf das Bezugspotential 20, wenn sie andernfalls potentialfrei
wiére, wihrend sie bei Anschluss der Kontaktfliche 10 an Vb
den Parallelstromverlust unterbindet. Der Transistor 16 ist mit
seiner Drainelektrode an die Verbindung 17 angeschlossen,
und seine mit Bezugspotential 20 verbundene Sourceelektrode
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wird wahlweise so konditioniert, dass sic leitet und die Kon-
taktfliche 10 an Bezugspotential klemmt. Eine dem Gate des
Transistors 16 vom Ausgang der NAND-Schaltung 18 zuge-
fihrte Steuerschaltung bestimmt das sclektive Leiten. Die
Drain-Source-Impedanz des Transistors 16 ist hoch, so dass
ein der Kontaktfliche 10 zugefiihrtes Potential nicht iiberfah-
ren und auf Bezugspotential geklemmt wird.

Die NAND-Schaltung 18 hat Eingangsleitungen 23 und 22
und liefert ein Ausgangspotential hohen Logikwertes, welches
ausreicht, um den Transistor 16 leiten zu lassen, wenn das Po-
tential an einem ihrer Eingangsanschliisse einen niedrigen Lo-
gikwert hat. Ein niedriges Logikpotential entspricht einem
Potentialbereich nahe dem Bezugspotential 20. Die Klemm-
wirkung des Transistors 16, durch welche die Verbindung 17
und der NAND-Schaltungseingang 23 auf niedriges Potential
gezogen wird, bewirkt die Vervollstindigung einer Mitkopp-
lungsschaltung, die dazu neigt, die Verbindung 17 und die
Kontaktfldche 10 auf niedrigem Potential zu verriegeln, damit
die Schaltung 40 inaktiv bleibt.

Das Ausgangspotential der NAND-Schaltung 18 springt
praktisch zwischen Vp,, und Bezugspotential entsprechend der
Logikzustinden hohen bzw. niedrigen Potentials. Fiihrt man
dem Gate des Transistors 16 ein hohes Logikpotential zu,
dann wird der Transistor in den Triodenbereich oder nichtli-
nearen Betriebsbereich gesteuert, in welchem seine Drain-
Source-Spannung gegen 0 Volt geht und kein Gleichstrom in
seinem Drain-Source-Kreis fliesst. Wenn also der Kontaktfliche
10 kein positives Potential zugefiihrt wird und der Transistor
zum Leiten gebracht wird, dann kommt das Potential der Kon-
taktfldche 10 nahe an Bezugspotential, und es ergibt sich eine
grossere Wahrscheinlichkeit, dass die Schaltung 40 nicht unbe-
absichtigt aktiviert wird.

Die Schaltung mit dem Widerstand 19 und dem Kondensa-
tor 21, welche an den Eingangsanschluss 22 der NAND-Schal-
tung angeschlossen ist, konditioniert die NOR-Schaltung 18
so, dass sie zeitweilig ein Ausgangssignal hohen Wertes liefert,
unmittelbar nachdem die Versorgungsspannung Vpp, an den IC
gelegt ist. Die typische NAND-Schaltung #ndert ihren Zustand
von einem hohen Logikausgangswert in einen niedrigen bei ei-
ner Eingangspotentialamplitude, welche die Hilfte der Ver-
sorgungsspannung iibersteigt, also Vpp/2. Nimmt man an, dass
der Kondensator 21 zunichst entladen ist, ehe der IC an
Spannung gelegt wird, dann wichst das Potential am Ein-
gangsanschluss 22 der NAND-Schaltung nach dem Ausdruck
Vop (1-exp[-t/RC]). Das Potential am Eingang 22 liegt wih-
rend einer Zeit von etwa 0,7 RC im niedrigen Logikwertebe-
reich, wobei R der Wert des Widerstandes 19 und C der Kapa-
zititswert des Kondensators 21 ist. Fiir Perioden, die grésser
als 0,7 RC sind, und solange, wie die Versorgungsspannung
Vpp kontinuierlich angeschlossen bleibt, herrscht am Eingang
22 ein Zustand hohen Logikwertes. Bei Anlegen der Betriebs-
spannung ist also sichergestellt, dass die NAND-Schaltung 18
einen hohen Logikausgangswert fiir einen Zeitraum von min-
destens 0,7 RC hat, wodurch der Transistor 16 eingeschaltet
wird und die Kontaktfliche 10 auf Bezugspotential zieht, wenn
sie nicht angeschlossen ist. Wenn das Potential auf der Verbin-
dungsleitung 17 erst einmal auf einen niedrigen Logikwert
herabgesetzt ist. dann verriegelt sich die Schaltung mit dem
Transistor 16 und der NAND-Schaltung 18 in der bereits er-
wihnten Weise, so dass die Kontaktfliche 10 auf Bezugspo-
tential verbleibt, wenn ihr nicht ein positives Potential zuge-
fithrt wird.

Die RC-Schaltung sorgt fiir die richtige Einleitung dieser
Verriegelungswirkung der Schaltung, Wire die Kontaktfliiche
10 statisch auf ein hohes Potential aufgeladen, wenn das Ver-
sorgungspotential V5 zugetiihrt wird, dann wiirde die Riick-
kopplung iiber den Eingang 33 den Transistor 16 nicht ein-
schalten kénnen und wiirde ihn gesperrt halten wollen. Daher
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besteht cine Notwendigkeit, die NAND-Schaltung [8 anfiing-
lich iiber den anderen Eingangsanschluss zu steuern.

Wenn anderseits die Kontaktfliche 10 an die Vpp-Leitung
angeschlossen ist und dem IC Betriebsspannung zugefiihrt
wird, dann erzeugt die NAND-Schaltung 18 wiederum ein
Ausgangssignal hohen Logikwertes, welches den Transistor 16
zum Leiten bringt. Die Drain-Source-Impedanz des leitenden
Transistors 16 ist geniigend hoch gewihlt, so dass das Potential
an der Verbindung 17 nicht aus dem Bereich hoher Logik-
werte weggezogen wird. Nach einem Zeitintervall, welches RC
fiquivalent ist, nimmt das Potential am Eingang 22 der
NAND-Schaltung ebenfalls einen hohen Logikwert an, so dass
das Ausgangssignal der NAND-Schaltung 18 einen niedrigen
Wert annimmt und den Transistor 16 sperrt. Der Transistor 16
lisst einen Parallelstrom von der Versorgungsspannungsquelle
nur fiir die Einleitungsperiode fliessen, welche durch RC-Zeit-
konstante bestimmt wird, und hélt auf diese Weise die Verlust-
leistung in der Potentialsteuerschaltung minimal. Dies gilt ins-
besondere, wenn die NAND-Schaltung 18 in komplementérer
MOS-Technik aufgebaut ist, bei welcher keine Gleichstrom-
verluste auftreten.

Die Widerstands- und Kapazitdtswerte fiir die Elemente 19
bzw. 21 werden im Hinblick auf die Einschaltimpedanz des
Transistors 16 und die Streukapazitédt der Kontaktfliche 10
und der Verbindung 17 gewihlt. Die Dauer der Zeitkonstante
RC muss so bemessen werden, dass die statische Ladung in der
Streukapazitit auf einen niedrigen logischen Potentialwert
durch die vom Transistor 16 in dessen Leitungszustand darge-
botene Impedanz entladen wird.

Die RC-Verzogerungsschaltung gemdss Fig. 2 stellt nur
cine Moglichkeit zur Erzeugung eines voriibergehenden nied-
rigen Logikpotentials am zweiten Eingang der NAND-Schal-
tung 18 dar. Man kann auch andere Methoden anwenden, um
voriibergehend ein niedriges Potential zu erzeugen, beispiels-
weise in Form des invertieren Signals von einer Riicksetzschal-
tung, die einen Riicksetzimpuls an eine besondere Schaltung
liefert, wenn ein IC anfinglich an Spannung gelegt wird.

Fig. 4 zeigt den zeitlichen Spannungsverlauf zur Veran-
schaulichung der Beziehung der Potentiale am Eingang 22 der
NAND-Schaltung fiir eine RC-Schaltung bzw. eine Riicksetz-
schaltung der erwéhnten Art bei Anlegen der Betriebsspan-
nung Vpp. Die Kurve (a) veranschaulicht das Anlegen der Be-
triebsspannung Vpp, die Kurve (b) zeigt das Potential am
NAND-Eingang 22 infolge des Aufladens des Kondensators
21, und die Kurve (c) zeigt die zeitliche Beziehung eines inver-
tierten Impulses einer Riicksetzschaltung, welcher dem Ein-
gang 21 anstelle des von der RC-Schaltung erzeugten Potenti-
als zugefiihrt werden kann.

Die in Fig. 3 gezeigte Schaltung steuert die wahlweise ver-
wendbare Schaltung iiber eine von der Kontaktfldche 10 iiber
eine NAND-Schaltung 12 und einen Inverter 14 verlaufende
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Reihenschaltung. Durch diese Anordnung wird verhindert,
dass der Schaltung 40 zugefiihrtes Steuerpotential bei Fehlen
der Betriebsspannung zu ciner Aufladung auf cinen Einschalt-
pegel fiihrt, wie es bei der Schaltung gemaéss Fig. 2 der Fall
sein kann. Das Ausgangspotential des Inverters 14 an der
Verbindung 15 bleibt auf cinem niedrigen Logikwert, bis der
Eingangsverbindung 13 ein niedriges Potential zugefiihrt wird
und Betriebsspannung angeschaltet wird.

Die zwet Eingiinge aufweisende NAND-Schaltung 12 hat
eine erste Verbindung zur Kontaktfliche 10 und zum Klemm- -
transistor 16 zur Bildung einer Mitkopplungsverriegelung mit
dem Transistor 16, wenn das Potential dort erst einmal einen
niedrigen Logikwert angenommen hat. Im Hauptieitungsweg
des Transistors 16 liegen Widerstdnde 7, um fiir geniigend Im-~ -
pedanz zu sorgen, damit nach dem Anschliessen der Kontakt-
fliche 10 an die Betriebsspannung diese nicht kurzgeschlossen,
also belastet wird. Ein zweiter Eingang 11 liegt an einer Schal-
tung, welche einen zeitweiligen oder voriibergehenden niedri-
gen Logikwert liefert, um sicherzustellen, dass der Transistor
16 anfinglich eingeschaltet wird, wenn Spannung an die Schal-
tung gelegt wird, wobei das Potential dann auf einem hohen
Logikwert bleibt, solange die Versorgungsspannung kontinu-
ierlich zugefiihrt wird, so dass die NAND-Schaltung 12 durch
das Eingangspotential an der Verbindung 17 gesteuert wird.

Die NAND-Schaltung 12 und der Inverter 14, die zwischen
der Kontaktfldche 10 und der Verbindung 15 liegen, bewirken
eine doppelte Inversion des der Kontaktfldche 10 zugefiihrten
Potentials. Der Logikwert an der Verbindung 15 ist somit ge-
geniiber der Kontaktfliche 10 der «wahre» Wert.

Die in Fig. 3 gezeigte Schaltung sorgt bei Ableitung des
voriibergehenden Signals am Eingang 11 der NAND-Schal-
tung von einer beim Spannunganlegen aktivierten Riicksetz-
schaltung dafiir, dass die wahlweise verwendbare Schaltung 40
nicht aktiviert wird, ehe die Riicksetzfunktion erfolgt ist.

Die Erfindung ist anhand bestimmter veranschaulichter
Ausfiihrungsformen erldutert worden, es versteht sich jedoch
fiir den in integrierten Schaltungen bewanderten Fachmann,
dass zahlreiche Abwandlungen innerhalb des Erfindungsge-
dankens mdglich sind, welche durch die Anspriiche umfasst
werden. Beispielsweise kann der Klemmtransistor 16 mit ei-
nem bipolaren Element realisiert werden, und das voriiberge-
hende Eingangspotential der NAND-Schaltung kann durch
eine monostabile Schaltung geliefert werden. Weiterhin kann
der Klemmtransistor zwischen Vpp und den Steueranschluss
geschaltet werden, um letzteren auf die Versorgungsspannnung
anstatt auf das Bezugspotential zu klemmen. In diesem Fall
wiirde die NAND-Schaltung mit zwei Eingéingen durch eine
NOR-Schaltung mit zwei Eingingen ersetzt werden, und der
Klemmtransistor durch einen Typ, welcher leitet, wenn sein
Steuer- oder Gatepotential sich auf das Bezugspotential zu &dn-
dert.
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